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(54) 전원 선택 스위치를 가지는 메모리 카드 및 그것의 동작방법

(57) 요약

본 발명은 전원 선택 스위치를 가지는 메모리 카드에 관한 것이다. 전원 선택 스위치를 구비한 메모리 카드로 인하여 호스

트로부터 저전압이 인가되었을 때, 전압 레귤레이터에 의한 전압 강하없이 호스트로 공급되는 저전압을 바로 메모리 카드

내의 낸드 플래시로 공급할 수 있게 되어 전압 레귤레이터의 전압 강하에 의한 낸드 플래시가 동작하지 않는 문제를 해결

할 수 있게 된다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.
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외부로부터 전원전압을 공급받는 메모리 카드에 있어서,

비휘발성 메모리;

상기 전원전압을 공급받아 상기 비휘발성 메모리의 동작 전압으로 조정하는 전압 레귤레이터; 및

상기 전원전압에 따라 상기 비휘발성 메모리에 공급되는 전압의 이동경로를 설정하는 전원선택 스위치를 포함하되,

상기 전원전압이 고전압일 경우, 상기 전원선택 스위치는 상기 전압 레귤레이터를 거쳐 상기 비휘발성 메모리에 전압이 공

급되도록 상기 전압 이동경로를 설정하고,

상기 전원전압이 저전압일 경우, 상기 전원선택 스위치는 상기 전원전압을 상기 비휘발성 메모리에 직접 인가되도록 상기

전압의 이동경로를 설정하는 메모리 카드.

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 메모리 카드는 상기 비휘발성 메모리의 읽기 및 쓰기 동작을 제어하는 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는

메모리 카드.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 전압 레귤레이터는 상기 컨트롤러에 포함되는 것을 특징으로 하는 메모리 카드.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 전원 선택 스위치는,

고전압용 단자와;

상기 비휘발성 메모리와 연결되는 플래시 연결 단자와; 그리고

저전압용 단자를 포함하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드.
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청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 외부로부터 저전압이 공급되면, 상기 플래시 연결 단자와 상기 저전압용 단자가 연결되어, 상기 공급된 전압이 상기

비휘발성 메모리로 직접 인가되는 것을 특징으로 하는 메모리 카드.

청구항 9.

제 8 항에 있어서,

상기 외부로부터 고전압이 공급되면, 상기 고전압용 단자와 상기 플래시 연결 단자가 연결되어, 상기 공급된 전압이 상기

전압 레귤레이터를 거쳐 상기 비휘발성 메모리가 동작할 수 있는 전압으로 조정되어 상기 비휘발성 메모리로 인가되는 것

을 특징으로 하는 메모리 카드.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 메모리 카드는 멀티미디어 카드(Multi-Media Card)와 SD 카드(Secure Digital Card), CF 카드(Compact Flash

Card), USB 플래시 디스크(USB Flash Disk), 메모리스틱 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 메모리 카드.

청구항 11.

외부로부터 전원전압을 공급받는 메모리 카드의 전압 공급 방법에 있어서:

상기 메모리 카드는,

비휘발성 메모리;

상기 전원전압을 공급받아 상기 비휘발성 메모리의 동작 전압으로 조정하는 전압 레귤레이터; 및

상기 전원전압에 따라 상기 비휘발성 메모리에 공급되는 전압의 이동경로를 설정하는 전원 선택 스위치를 포함하되,

상기 외부로부터 전원전압을 공급받아 상기 비휘발성 메모리에 전압을 공급 방법은,

상기 외부로부터 저전압이 공급되면, 상기 전원 선택 스위치를 저전압용으로 설정하여 상기 공급된 전원전압이 상기 비휘

발성 메모리로 직접 인가되도록 하는 단계; 및

상기 외부로부터 고전압이 공급되면, 상기 전원 선택 스위치를 고전압용으로 설정하여 상기 공급된 전압이 상기 전압 레귤

레이터를 거쳐 상기 비휘발성 메모리가 동작할 수 있는 전압으로 조정된 후, 상기 비휘발성 메모리로 인가되도록 하는 단

계를 포함하는 비휘발성 메모리의 전압 공급 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 데이터 저장 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 메모리 카드에 관한 것이다.

현재 컴퓨터ㆍ통신ㆍ방송의 융합으로 진전되고 있는 IT기술의 급속한 발달에 힘입어 고도의 첨단 전자 정보기기들이 끊임

없이 출현하고 있다. 이와 같은 급속한 디지털 기술의 발전에 따라 사람들은 이전에는 누릴 수 없었던 다양한 혜택을 누리

며 살고 있다. 근래에는 디지털 기술의 발전에 따라 멀티미디어 데이터를 저장할 수 있는 다양한 휴대용 저장장치가 대중

화되고 있다. 이러한 장치들은, 예를 들면, 디지털 캠코더, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 디지털 녹음기, 휴대전화기, 개

인정보단말기(PDA)등에 사용되고 있으며, 상기의 장치에서 데이터를 저장하기 위한 매체로 대부분 메모리 소자를 이용하

거나 소형 하드디스크를 사용하고 있다. 이 중 일반적으로 널리 사용되어지는 이동식 메모리 카드로는 멀티미디어 카드

(Multi-Media Card), SD 카드(Secure Digital Card), CF 카드(Compact Flash Card), USB 플래시 디스크(USB Flash

Disk), 메모리스틱 등과 같은 착탈 가능하고, 경박, 단소한 이동식 메모리 카드가 있다. 메모리 카드는 우표 정도 크기의 저

장 장치로, 전원 공급이 없어도 내용이 지워지지 않으며, 작은 크기와 풍부한 저장 능력 때문에 점차 정보생활의 필수품이

되고 있다.

메모리 카드의 역사는 PC카드에서부터 시작된다. PC카드는 80년대 후반 노트북 등의 휴대 기기에 사용되던 것으로, 신용

카드 크기의 확장 메모리 규격이다. 초창기에는 일본전자공업진흥협회(JEIDA)에서 먼저 규격화가 시작되었고, 이후 미국

에서도 같은 카드형 메모리에 대한 규격화가 PCMCIA를 통해서 이루어졌다. 이후 JEIDA와 PCMCIA가 공동으로 규격화

를 진행해 1995년에 PC Card Standard로서 국제규격이 되었다.

처음 디지털 카메라가 등장했을 때, 대부분 카메라는 내장 메모리에 데이터를 저장했지만, 일부기종은 PC카드를 미디어로

사용하기도 했다. 그러나 90년대 들어 휴대용 기기들의 소형화가 진행되면서, PC카드는 너무 크고 부담스러운 미디어로

변하게 된다. 따라서 이를 대체하기 위해 작고 가벼운 메모리 카드의 필요성이 대두되었고, 결국 미국의 Sandisk는 "컴팩

트 플래시"가 개발되었다.

컴팩트 플래시는 PC카드 규격을 그대로 모방했기 때문에 인터페이스상으로는 PC카드와 호환성을 가지고 있으며, 어댑터

를 사용해 PC카드 슬롯에 장착할 수 있는 형태를 가지고 있다. 물론, 다른 메모리들도 PC카드 어댑터를 사용하지만, 컴팩

트 플래시는 어댑터가 논리적 데이터 변환없이 단순한 커넥터 구실만 수행한다는 차이점을 가지고 있다.

컴팩트 플래시를 시작으로 기업들이 속속들이 메모리 카드 시장에 뛰어들면서 다른 형태의 소형 메모리 카드들도 속속 등

장하게 된다. 95년에 도시바가 스마트 미디어(당시는 SSFDC(Solid State Floppy Disk Card))를, 97년에는 소니가 메모

리스틱을, 히타치와 San Media는 공동으로 MMC(Multi-Media Card)를 발표하게 된다. 그리고 98년에 마쯔시다와 도시

바, Sandisk가 공동으로 'SD 메모리 카드'를 발표했으며, 99년에는 저작권보호기술을 추가한 히타치, 산요의 "Secure

MMC"와 소니의 '매직 게이트 메모리스틱'이 등장했다.

상기에 기술한 모든 메모리 카드가 동작하기 위해서는 전원이 필요하게 된다. 메모리 카드가 동작하기 위한 전원의 공급은

메모리 카드 내부의 전원 공급원이 따로 존재하여 자체적으로 전원을 공급하는 경우도 있지만, 일반적으로는 메모리 카드

와 연결되어진 호스트로부터 전원을 공급받는 경우가 대부분이다. 호스트에서 메모리 카드로 공급되는 전원은 모바일 제

품일 경우 1.8V 전원을 공급하고, 그 외 호스트들은 일반적으로 3.3V 전원을 공급한다. 현재 호스트 별로 각기 다른 전원

공급에 메모리 카드가 호환되기 위해서, 메모리 카드가 고전압(예를 들어 3.3V)과 저전압(예를 들어 1.8V)에서 모두 동작

할 수 있도록 구성된 듀얼 전압용 메모리 카드가 개발되고 있는 추세이다.

도 1은 종래 기술에 따른 듀얼 전압용 메모리 카드의 구성을 보여주는 블록도이다.

메모리 카드(100)는 호스트(10)로부터 공급된 전압(VCC)을 전원핀로 입력 받는다. 메모리 카드(100)로 입력된 전압(VCC)

은 컨트롤러(110)의 전압 레귤레이터(112)에서 낸드 플래시(120)가 동작할 수 있는 전압(VDD)으로 조정된 후, 낸드 플래

시(120)로 공급된다.

종래 기술을 따른 메모리 카드(100)는 호스트(10)에서 공급되는 전압이 고전압이거나 저전압에 상관없이 모두 컨트롤러

(110)의 전압 레귤레이터(112)를 거쳐 낸드 플래시(120)로 전압을 공급하게 된다. 만약 저전압이 메모리 카드(100)로 공

급되면, 컨트롤러(110)의 전압 레귤레이터(112)를 구성하는 트랜지스터의 턴-온 저항 성분의 전압 강하(30 ~ 40mV)로

인하여 낸드 플래시(120)가 동작할 수 있는 전압 범위보다 낮은 전압이 인가되어 낸드 플래시(120)가 동작하지 않는 문제

가 발생하게 된다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상술한 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 외부에 전원 선택 스

위치를 구비한 메모리 카드를 제공하는데 있다.

또한, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 비휘발성 메모리와 전압 레귤레이터, 그리고 전원 선택 스위치를 구비하여

외부로부터 전압을 공급받는 메모리 카드의 상기 비휘발성 메모리의 전압 공급 방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성

본 발명의 일 실시예에 있어서, 외부로부터 전압을 공급받는 메모리 카드는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리와; 상기

공급되는 전압을 상기 비휘발성 메모리의 동작 전압으로 조정하는 전압 레귤레이터와; 그리고 상기 공급되는 전압에 따라

상기 비휘발성 메모리에 공급되는 전압의 이동경로를 설정하는 전원 선택 스위치를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 상기 외부로부터 공급되는 고전압과 저전압에서 모두 동작 가능한 것

을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 상기 외부로부터 저전압이 공급되면, 상기 공급된 전압은 상기 비휘발

성 메모리로 직접 인가되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 상기 외부로부터 고전압이 공급되면, 상기 공급된 전압은 상기 전압 레

귤레이터를 거쳐 상기 비휘발성 메모리가 동작할 수 있는 전압으로 조정되어 상기 비휘발성 메모리로 인가되는 것을 특징

으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 상기 비휘발성 메모리의 읽기 및 쓰기 동작을 제어하는 컨트롤러를 더

포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드의 상기 전압 레귤레이터는 상기 컨트롤러에 포함되는 것을 특징으로 한

다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드의 상기 전원 선택 스위치는 고전압용 단자와; 상기 비휘발성 메모리와 연

결되는 플래시 연결 단자와; 그리고 저전압용 단자를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 상기 외부로부터 저전압이 공급되면, 상기 플래시 연결 단자와 상기 저

전압용 단자가 연결되어, 상기 공급된 전압이 상기 비휘발성 메모리로 직접 인가되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 상기 외부로부터 고전압이 공급되면, 상기 고전압용 단자와 상기 플래

시 연결 단자가 연결되어, 상기 공급된 전압이 상기 전압 레귤레이터를 거쳐 상기 비휘발성 메모리가 동작할 수 있는 전압

으로 조정되어 상기 비휘발성 메모리로 인가되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 메모리 카드는 멀티미디어 카드(Multi-Media Card)와 SD 카드(Secure Digital

Card), CF 카드(Compact Flash Card), USB 플래시 디스크(USB Flash Disk), 메모리스틱 중 어느 하나인 것을 특징으로

한다.

본 발명의 다른 실시예에 있어서, 비휘발성 메모리와 전압 레귤레이터, 그리고 전원 선택 스위치를 구비하여 외부로부터

전압을 공급받는 메모리 카드의 상기 비휘발성 메모리의 전압 공급 방법은 상기 외부로부터 저전압이 공급되면, 상기 전원

선택 스위치를 저전압용으로 설정하여 상기 공급된 전압이 상기 비휘발성 메모리로 직접 인가되도록 하고; 상기 외부로부

터 고전압이 공급되면, 상기 전원 선택 스위치를 고전압용으로 설정하여 상기 공급된 전압이 상기 전압 레귤레이터를 거쳐

상기 비휘발성 메모리가 동작할 수 있는 전압으로 조정된 후, 상기 비휘발성 메모리로 인가되도록 구성되는 것을 특징으로

한다.

(실시예)
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이하 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도 2 및 도 3을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전원 선택 스위치를 구비한 메모리 카드로, 호스트로부터 저전압이 공급되었을

때의 동작을 보여주는 블록도이다.

도 2의 메모리 카드(200)는 컨트롤러(210)와 낸드 플래시(220), 그리고 전원 선택 스위치(230)로 구성된다.

컨트롤러(210)는 읽기 및 쓰기 등과 같은 메모리 카드(200)의 동작을 제어하는 역할을 한다. 컨트롤러(210) 내의 전압 레

귤레이터(212)는 호스트(10)로부터 공급된 전압(VCC)을 입력받아, 낸드 플래시(220)가 동작할 수 있는 적절한 전압(VDD)

을 만들어 주는 역할을 한다.

낸드 플래시(220)는 비휘발성 메모리로 데이터가 저장되는 영역이다.

전원 선택 스위치(230)는 메모리 카드(200) 외부에 구성되는 것으로, 고전압용 단자(231)와 플래시 연결 단자(232), 그리

고 저전압용 단자(233)로 구성된다. 예를 들어, 호스트(10)로부터 고전압이 공급되면, 사용자는 고전압용 단자(231)와 플

래시 연결 단자(232)가 연결되도록 전원 선택 스위치(230)를 설정한다. 반대로, 호스트(10)로부터 저전압이 공급되면, 사

용자는 플래시 연결 단자(232)와 저전압용 단자(233)가 연결되도록 전원 선택 스위치(230)를 설정한다.

도 2와 같이 호스트(10)로부터 저전압이 공급되면, 사용자는 전원 선택 스위치(230)를 저전압용으로 설정하여, 플래시 연

결 단자(232)와 저전압용 단자(233)가 연결되게 된다. 전원 선택 스위치(230)가 저전압용으로 설정되면, 호스트(10)로부

터 공급되는 저전압은 컨트롤러(210)의 전압 레귤레이터(212)를 거치지 않고, 낸드 플래시(220)로 바로 공급된다. 또한,

호스트(10)로부터 공급되는 저전압이 컨트롤러(210)로 입력되나, 이 전압은 컨트롤러(210)가 동작하기 위한 전압으로만

사용된다. 이때 컨트롤러(210)에서 출력되는 전압은 고전압용 단자(231)와 플래시 연결 단자(232)가 연결되어 있지 않으

므로, 낸드 플래시(220)로 공급되지 않는다. 따라서, 호스트(10)로부터 공급된 저전압이 컨트롤러(210)의 전압 레귤레이

터(210)를 거치면서 전압 강하가 발생하여, 낸드 플래시(220)가 동작할 수 있는 전압 범위보다 낮은 전압이 인가되어 낸드

플래시(120)가 동작하지 않는 문제가 발생하지 않게 된다.

도 3은 도 2와 동일한 전원 선택 스위치를 구비한 메모리 카드로, 호스트로부터 고전압이 공급되었을 때의 동작을 보여주

는 블록도이다.

도 3과 같이 호스트(10)로부터 고전압이 공급되면, 사용자는 전원 선택 스위치(230)를 고전압용으로 설정하여, 고전압용

단자(231)와 플래시 연결 단자(232)가 연결되게 된다. 전원 선택 스위치(230)가 고전압용으로 설정되면, 호스트(10)로부

터 공급되는 고전압은 컨트롤러(210)로 인가된다. 컨트롤러(210)로 인가된 고전압은 전압 레귤레이터(212)에서 낸드 플

래시(220)의 동작 전압으로 조정되어, 고전압용 단자(231)와 플래시 연결 단자(232)가 연결된 전송 경로를 거쳐 낸드 플

래시(220)로 전압이 공급된다.

이상과 같이 도면과 명세서에서 최적 실시예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을

설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된

것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다

는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져

야 할 것이다.

발명의 효과

이상과 같은 본 발명에 의하면, 전원 선택 스위치를 구비한 메모리 카드로 인하여 호스트로부터 저전압이 인가되었을 때,

전압 레귤레이터에 의한 전압 강하없이 호스트로 공급되는 저전압을 바로 메모리 카드 내의 낸드 플래시로 공급할 수 있게

되어 전압 레귤레이터의 전압 강하에 의한 낸드 플래시가 동작하지 않는 문제를 해결할 수 있게 된다. 따라서, 호스트로부

터 저전압이 공급되더라도 메모리 카드의 안정적인 동작을 보장할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

도1은 종래 기술에 따른 듀얼 전압용 메모리 카드의 구성을 보여주는 블록도.
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도2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전원 선택 스위치를 구비한 메모리 카드로, 호스트로부터 저전압이 공급되었을

때의 동작을 보여주는 블록도.

도3은 도 2와 동일한 전원 선택 스위치를 구비한 메모리 카드로, 호스트로부터 고전압이 공급되었을 때의 동작을 보여주

는 블록도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

10 : 호스트 200 : 메모리 카드

210 : 컨트롤러 212 : 전압 레귤레이터

220 : 낸드 플래시 230 : 전원 선택 스위치

231 : 고전압용 단자 232 : 플래시 연결 단자

233 : 저전압용 단자

도면

도면1
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도면2

도면3
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